Tenké epitaxni vrstvy oxidu wolframu byly pfipraveny metodou vakuového napatfovani na povrchy
monokrystaltt Pd(111), Cu(111), Cu(110) a Cu(100) a studovany metodami RHEED, XPS a AFM.
Depozice probihala pfi teplotach substratu 300 °C — 400 °C v UHV nebo v kyslikové atmosfére.
Jako optimdlni podminky pro depozici se ukdzala teplota 400 °C a kyslikovd atmosféra. Takto
pfipravené tenké vrstvy jsou epitaxni a jen ¢aste¢né redukované. Na povrchu Pd(111) a Cu(111)
vznikla vrstva skladajici se ze dvou fazi: t€émét atomarné rovné faze s epitaxni rovinou (100) a faze
tvofené tfidimenziondlnimi ¢asticemi s epitaxni rovinou (111). Vrstva deponovana na Cu (100) se
skladala také z dvou fazi: hladké vrstvy s epitaxi (100) a samoorganizované¢ 1D struktury ve
smérech Cu[010] a Cu[001]. Na povrchu Cu(110) pak vznikla pouze samoorganizovand struktura
ve sméru Cu[1-10]. Byly studovany moZznosti oxidace deponovanych ¢astecné redukovanych vrstev
pomoci radiofrekvenéniho plazmatu kysliku, vystaveni vrstvy vlivu O, za zvySené teploty a
vystaveni piisobeni atmosféry. Byla také zkoumana teplotni stabilita systému WO3/Cu(110) az do
teploty 620 °C.



